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ABSTRAK 

Pemodelan dan karakterisasi perilaku nonlinear penguat daya RF LDMOSFET telah dilakukan. 

Pada projek ini, kami menggunakan LDMOSFET sebagai devais aktif untuk diteliti. Pekerjaan 

penelitian dimulai dengan mengukur karakteristik I-V transistor menggunakan curve tracer 

dilanjutkan dengan penyesuaian antara model nonlinier TOM dan data yang terukur. Kesalahan 

penyesuaian sekitar 2 % pada mode saturasi dan 4 % pada mode triode. 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa bias memengaruhi perilaku IMD FET. Level IMD 

tinggi pada VGS dekat tegangan threshold, tetapi kemudian menurun seiring kenaikan VGS (dalam 

hal ini kami meneliti sampai nilai VGS dimana penguat beroperasi pada kelas AB). Bias drain juga 
memengaruhi IMD FET. Kenaikan VDS dari 5 V menjadi 8 V menyebabkan minimum IMD orde 

ketiga turun hampir 20 dB. Selain itu, perubahan resistansi beban dan daya masukan memengaruhi 

IMD. 

 

Kata-kata kunci : LDMOSFET, penguat daya,  dan IMD. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
A modelling and characterization of nonlinear behavior of RF LDMOSFET amplifier has been 

done. In this project, we used LDMOS D2081UK as an active device to be investigated. We first 

measured FET IV characteristics using curve tracer. Then, we fitted TOM nonlinear model to 

measured data. The error of model fitting is about 2 % at saturation mode, and 4 % at triode mode.  

Simulation results show that biasing affects the IMD of FET. IMD levels are high as gate-

bias near threshold voltage, but as the gate bias increases these levels decrease (in this case, we 

investigate until gate-bias that is the amplifier operated in class AB). Drain bias also affects IMD 

of FET. As drain bias increases from 5 V to 8 V, the minimum third order IMD level decreases 
about 20 dB. Load resistance and input power variation also affects the IMD. 
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